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はじめに CVD（化学気相堆積）ｸﾞﾗﾌｪﾝの成長では、表面反応や触媒作用を利用するため金属基

板（Cu, Ni など）を用いることが多い。半導体や絶縁体の非金属基板上に必要な場合は、作製し

たｸﾞﾗﾌｪﾝを転写する。電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ用材料として利用する場合、非金属基板上に直接成長すること

が望ましいが、核発生密度が低く成長が困難である。そこ

で、反応前駆体となるﾗｼﾞｶﾙを気相中で生成するﾌﾟﾗｽﾞﾏ

CVD 法を核発生段階において利用し、その後はﾀﾞﾒｰｼﾞの少

ない方法・条件で成長を続ける、二段階成長法が考えられ

る。このためには、核発生段階をﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞする計測技術が必

要となる。この方法として、表面状態変化を極めて敏感に

測定できるﾚｰｻﾞｰｴﾘﾌﾟｿﾒﾄﾘを利用することを提案している。 

実験方法 ｸﾞﾗﾌｪﾝの成長にはﾏｸﾞﾈﾄﾛﾝﾌﾟﾗｽﾞﾏ CVD 装置１-３）

を用い、その場測定のためのﾚｰｻﾞｰｴﾘﾌﾟｿﾒﾄﾘ（偏光解析）装

置（回転波長板型, ﾚｰｻﾞｰ波長 532nm，入射角 67.5°, 測定

2秒毎）を組み込んだ。基板には、Si上SiO2薄膜（膜厚110nm）

を用い、680 ℃で加熱し、水素ﾌﾟﾗｽﾞﾏ中で 5 分間前処理を

行った後、原料ｶﾞｽ CH4と H2 を等流量 5 sccm で導入し、圧

力 5 Paとして、RF電力 100 Wのﾌﾟﾗｽﾞﾏ中で成長を行った。 

実験結果 CH4/H2 ﾌﾟﾗｽﾞﾏを生成した後の偏光解析ﾊﾟﾗﾒｰﾀ

の変化を（Ψ, Δ）座標上の点で示す（Fig. 1）。各点は、上

の図では１分間、初期過程を示す下の図では 10 秒間の平

均値を示す。偏光解析計算によるｸﾞﾗﾌｪﾝ成長のｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ

を行って比較したところ、体積分率 0.05-0.1 でｸﾞﾗﾌｪﾝが成

長していることが分かった。また、Δ のﾌﾟﾗｽﾞﾏ発生後の時

間変化を Fig.2 に示す。これから、ｸﾞﾗﾌｪﾝの成長には、約

1600 秒の核発生誘導期間があり、核発生開始の時点で特

徴的な変化をしていることが分かる。 
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Fig.1 Evolution of ellipsometric 

parameters during plasma CVD for 

graphene growth on SiO2/Si. 

 

Fig.2 Time evolution of Δ  during 
plasma CVD for graphene growth. 
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